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1. はじめに 

 近年、REBa2Cu3Oy(RE = 希土類元素、REBCO)超伝導薄膜の磁場中臨界電流密度 Jc特性は、人

工ピン止め点導入により、飛躍的に向上している。人工ピン止め点導入の一つの手法として、イ

オン照射を用いた欠陥形成が有効であることが知られているが、数百 MeV～数 GeV の高エネル

ギーのイオン照射による報告が多く、比較的低いエネルギーのイオン照射による系統的な報告は

少ない。本研究では、YBCO薄膜に 10 MeVという比較的低いエネルギーでAuイオン照射を行い、

超伝導特性の変化を系統的に調べた。また、Au イオン照射によって形成される欠陥と超伝導特性

との関係について検討を行った。 

2. 実験方法 

本実験では、MgO(100)単結晶基板上に共蒸着法を用いて作製した Ceraco Ceramic Coating GmbH

社製の YBCO 薄膜(膜厚 500nm)を用いた。イオン照射実験は、QST 高崎の 3MV タンデム加速器

を用いて行った。YBCO 薄膜に照射エネルギー10 MeV、照射量 5.1 ×1010‒3.9×1012 Au/cm2 にて Au4+

イオン照射した。 

3. 実験結果 

Fig. 1 に YBCO 薄膜に 10 MeV の Au イオンを

照射した場合の照射量に対する Tcの変化を示す。

照射量増加に伴い、Tc が単調減少している。こ

れは、Au イオン照射により結晶欠陥が形成され

たためと考えられる。当日は、断面 TEM 像とと

もに Au イオン照射が YBCO 薄膜の磁場中 Jc特

性に及ぼす影響について詳しく議論する。 
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Fig. Critical temperature Tc as a function of 
fluence for YBa2Cu3Oy thin films irradiated with 
10 MeV Au-ions.  
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